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SD 168

Si-npn-Leistungstransistor als Stellglied fiir stetige Regelnetzteile.

Make in mm und AnschluRbelegung

Masse ca. 229
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Grenzwerte, giltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung

=0 Uceo 300V

Kollektorstrom le 3A

Basisspitzenstrom lasa 25A

Gesamtverlustleistung

0. = 95°C Prat 12,5W

Betriebstemperatur i, 100°C
8 120°C

Sperrschichttemperatur Y



Kennwerte, bei d, = 25°C - 5K

min typ max
Kollektor-Emitter-Reststrom
Uee = 300V leen 3,0mA
Kollaktor-Emitter-Sattigungsspannung
le=1A,1=0,2A Uctan: 3,0V
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=1A, L=02A Ugegar 1,5V
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Uge=56V, lcr=0,2A hae 7,5
Bestellbezeichnung: Transistor SD 168
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